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RÉSUMÉ. Les propriétés électriques des nanotubes de carbone à mono-parois (SWCNT), qui peuvent être des matériaux 
conducteurs ou semi-conducteurs selon un certain nombre de paramètres clés, sont considérés comme de nouveaux 
matériaux différents des autres. Dans cette étude, nous allons prédire la faisabilité d'élaborer un nano-condensateur 
utilisant les SWCNTs. Un calcul de la limite de la capacité et des courbes seront présentées montrant la variation de la 
capacité en fonction de la tension électrique appliquée, la variation de la capacité en fonction de l’épaisseur du 
diélectrique et ainsi de suite. L'énergie électrique du nano-condensateur sera discutée et les courbes de la dépendance 
de la capacité par rapport à l'énergie stockée seront présentées dans cette étude. Les résultats de cette investigation 
pourront ouvrir de nouveaux domaines et donc conduire à des applications potentielles à l'échelle nanométrique. 
ABSTRACT. The electrical properties of single-walled carbon nanotubes (SWCNTs), which might be conductive or 
semiconductive materials depending on a number of key parameters, are a radical different type of materials. In this 
study, we will predict the feasibility to elaborate a nano-capacitor using the SWCNTs material. A calculation of limit of the 
capacitance and curves will be presented according to the characteristics of the nano-pacacitor such as capacitor vs 
applied voltage, capacitance vs thickness and so on. The electrical energy of the nano-capacitor will be discussed and 
curves of the dependence of the capacitance vs stored energy is presented in this study. These finding are hopefully 
expected to open new areas of investigation and might lead to potential applications in nanoscale science. 
MOTS-CLÉS. Nanotubes de carbone, nano-condensateur, charge et décharge, énergie électrique. 
KEYWORDS. Carbon nanotubes, nano-capacitor, loaded and unloaded, electrical energy. 

1. Introduction 

Les nanotubes de carbone et plus particulièrement les mono-parois des nanotubes de carbone 
(SWCNTs) peuvent être des métaux ou des semi-conducteurs et ainsi avoir des propriétés mécaniques 
similaires au diamant [ODO 98]. Ils ont attiré beaucoup d'attention de la communauté de recherche et 
ont dominé le développement des recherches scientifiques depuis leurs découvertes en 1991, cas des 
multi-parois et en 1993, cas des mono-parois [OUY 01]. Les chercheurs du monde entier travaillant sur 
le matériau de carbone ont prouvé que le SWCNT possède des caractéristiques attrayantes : la raideur 
mécanique, la résistance et l'élasticité, la très haute conductivité électrique et thermique, la stabilité 
chimique sont excellentes par rapport à d’autres matériaux. Ces propriétés suggèrent que les SWCNTs 
pourraient remplacer d'autres matériaux dans des applications existantes [BOC 97]. Cependant, la 
combinaison de la transparence, de la conductivité et de l'élasticité peut trouver une utilisation dans 
l'électronique flexible, tandis que la combinaison de la transparence, de l'imperméabilité et de la 
conductivité peut trouver une application dans les revêtements protecteurs transparents et les films 
barrières; et la liste de ces combinaisons ne cesse de croître [HUM 01].  

Un SWCNT est une couche unique de graphite, nommé graphène, roulé dans un tube cylindrique 
d'un diamètre de 1,2 nm comme nous l’avions démontré en 2008 sur la figure 1 [ELH 08]. 
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